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요약

내용 없음.

대표도

명세서

[발명의 명칭]

비결정 반도체의 제법 및 장치

[도면의 간단한 설명]

제1a도는 본 발명에 의한 비결정 반도체준비 방법의 플로우챠트.

제1b도는 비결정 실리콘 준비방법을 나타내는 제1a도 플로우챠트에 적합한 도.

제2a도는 적합한 반도체 제조의 도시 배열의 구성도.

제2b도는 본 발명의 비결정 반도체 준비 반응챔버(Chamber)의 구성도.

제2c도는  본원  발명에  의하여  생산된  필름과  다른  기술로  생산된  필름간에  차이를  나타내는  파장에 
대한 상대 양자 효율그라프.

제3도는 본 발명에 의하여 준비되는 광검출기와 부속회로의 구성도.

제4도는 본 발명에 의한 이질의 PN 접합 반도체의 구성도.

제5도는 본 발명에 의하여 준비된 쇼트키 장벽 광기전 장치의 단면도.

제6도는 본 발명에 의하여 준비된 P-I-N 광기전 장치의 단면도.
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제7도는 본 발명에 의하여 준비된 P-N 광기전 장치의 단면도.

제8도는 본 발명에 의하여 준비된 또 다른 이질의 P-N 접합 광기전 장치의 단면도.

* 도면의 주요부분의 대한 부호의 설명

 : 광검출기                       302 : 비결정 실리콘 침전물

304 : 알루미늄 접촉면             : 헤테로 접합 반도체 장치

401 : n타입 반도체                 402 : 진성재료

403 : p타입 반도체                  : 쇼트기 배리어 광기전 장치

614 : 몸체                              710 : 반도체장치

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 비결정 반도체의 제법 특히 반도체 장치에서의 사용에 관한 것이다.

비결정 반도체는 여러 장치에서 폭 넓게 유용되고 있다.

예로서, 기억장치, 전계효과와 얇은 필름, 디스플레이와 발광 장치등에 사용되고 있다.

비결정  반도체는  특히  방사때  전압을  공급하거나  전기적으로  에너지를  줄  때  방사하는  광기전 장치
에 유용하다.

불행히도 광기전 장치는 현재 종래의 전기에너지 원과는 비교가 되지 않는다.

이것은 일차적으로 적당한 반도체 재료의 제조단가가 그 이유이다.

처음으로 고가이며 비교적 두꺼운 단일 결정재가 얻어졌다.

더욱 최근에는, 가스상에서 글로우 방진함으로써 감광에 적합한 비결정재를 만들어 왔다.

글로우 방전으로 준비된 수소화 실리콘의 형태로된 비결정재가 특히 적합한 것으로 알려져 왔다.

미국특허 4064521; 4142195; 4163677; 4196438; 4200473과 4162505에서 나타나 있다.

비결정  실리콘의  글로우  방전  제품은  단일결정재의  제품보다  가격이  낮지만,  가격의  관점은  이 기술
의 일반적인 적용에 한계를 계속 나타내고 있다.

염가 재료를 제공하기 위한 시도는 모노실란(monosilane, SiH4)의 증착분해 (Pyrolytic 

decomposition)에 의하여 비결정 실리콘의 제조를 포함하고 있다.

다른 기술들을 스퍼티링(Sprttering)과 진공 증발을 포함하는 모노실란을 채용하고 있다.

불행히도,  보통  화학증기분체(Chemical  Vapor  Deposition,  C.  V.  D.)라고  알려진  모노실란의 증착분
해로 제조되는 비결정 실리콘은 제한된 광기전성 또는 광전도성을 보이고 있다.

이러한  것은  재료가  수소화되어  재료의  불량밀도  라고  알려져  온  것을  보정한때  일지라도  계속 되어
온 것이다.

이와  유사하게  모노실란의  스퍼터링과  진공  증발로  준비된  비결정  실리콘은  글로우  방전재료로  된 
것보다 덜한 광감응을 나타내고 있다.

여러가지의  플루오르씰란(fluorosilane)으로부터  비결정  실리콘을  만드는  여러가지  시도가  예를 들
어 미국특허 2120451과 4125643에서와 기술된 바와 같이 시도되어 왔다.

여기에  다시,  합성적인  재료의  광  감응성이  글로우  방전에  의하여  제조되는  수소화  비결정  실리콘과 
합하여진 것과 유사하게 된 반면 그 제법의 비용은 역시 상당한 것이다.

비결정  실리콘을  준비하는  또  다른  방법은  압력 10
-4
토르(Torr)  이하에서  유지되는데  필요한  초진공 

반응기에서 비교적 고온(1400°내지 1600°)에서 실란의 분해를 하는 것이다.

잔여  가스  기류는  미국특허  4237150과  4237151호에서  설명된  바와  같이  저온에서  유지되는 기질
(Substrate)로 향한다.

이  기술은  귀찮고,  고온  진공을  요하며  비교적  낮은 광전도성(10
-7
(Ω-㎝)

-1
혹은  이하)의  필름으로 된

다.

따라서  본  발명의  목적은  적합한  광  감음성을  가진  효율좋고  염가의  반도체  재료를  얻고자  하는 것
이다.

본 발명의 다른 목적은 적합한 광기전 및 광 검출장치를 얻고자 하는 것이다.

본 발명의 또 하나의 목적은 단일 결정재료 보다 염가이며 덜 복잡하며 적합한 광 감지성이 있는 반
도체 재료의 제품을 제공하는 것이다.

본  발명의 또  하나의 다른 목적은 글로우 방전,  스퍼터링 그리고 진공 증발기술에 의한 것보다 염가
하여 덜 복잡한 비결정 실리콘 재료를 얻고자 하는 것이다.

전술한 바와 같은 목적을 달성하기 위하여 본  발명은 약  500°이하의 온도에서 하나 혹은 그  이상의 
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가스상  종합반도체의  증착  분해에  의하여  적당한  광  감지성을  갖는  비결정  반도체를  준비하는 방법
을 제공한다.

본  기술은  저조한  광전도성과  열등한  광  기전성을  갖게  되는  실란  및  플루오르  실란을  증착 분해하
는 선행 기술과는 상이하다.

본  발명은  배치  프로쎄씽(batch  processing)에  반대되는  연속  프로쎄씽으로  이바지  하게되고  가격과 
글로우  방전,  스퍼터링  그리고  진공  증발에  의한  단일결정과  비결정  실리콘의  제품에  따르는  복잡한 
장치를 제거하여 준다.

본  발명의  한면에  의하면,  분해는  약  300℃  내지  약  500℃의  범위내의  온도에서  일어나고  약 350℃
에서 450℃의 범위가 바람직하다.

본  발명의  다른  면에  의하면,  분해는  약  1기압  보다  작고  수운  1미크론  이상인  폴리실란의  부분 압
력에서 일어나며, 약 1토르 이상이 바람직하다.

압력은  증착  분해하는  동안  입자의  가스상  핵형성을  제한하기  위하여  약  1토르에서  약  100토르의 범
위내가 바람직하다.

본 발명의 또 한면에 의하면 폴리쎄미 콘덕턴스(polysemiconductance)는 디쎄미 콘덕턴스
(disemiconductance)에서  헥사써미콘덕턴스(hexasemiconductance)까지와의  범위의  종류에서 선택되

며  식 ScnH2n +2로  나타나는데  여기에서  "Sc"는  실리콘이나  게르마늄  같은  반도체를  나타내고  n은 2에

서 6까지의 범위이다.

폴리쎄미  콘덕턴스는  마그네슘 규화물(Mg2 Si)와  같은  쎄미  콘덕타이드(Semiconductide)와 인산

(H3PO4 ,  오르토인산), 진황산(H2SO4 ),  불화수소(HF)  및  염산(HCl)과  같은  용액상  산과의  반응에서 바

람직하게 얻어진다.

고순도의  디실란을  얻고자  한다면,  트랩(trap)된  디실란은  증류를  트랩하기  위한  이중  트랩과  저온 
부분 분리법 또는 가스 크로마토그라피 등과 같은 다른 방법에 의하여 더욱 순화될 수 있다.

폴리세미  콘덕턴스는  디실리콘  헥사  클로라이드  같은  반도체  할로겐화물과  리듐  알루미늄  수소화물 
같은 수소화물의 환원에 의하여 얻어질 수도 있다.

본  발명의  또  다른면에  의하면,  기체상은  하나  혹은  2이상의  도판트(dopant)  가스를  포함할  수 
있다.

도판트 가스는 도우프된 재료에 바람직한 도전률 타입에 따라 선택된다.

도핑(doping)에  적합한  가스는  도전률  타입이  n인지  p인지에  따라  인화수소(phosphine)와 디보란
(diborane)을 포함한다.

본 발명의 또 다른 면에 의하면, 가스상은 불활성 가스 캐리어를 포함하고 있다.

적당한 불활성 가스 캐리어는, 아르곤, 헬륨, 그리고 하이드로겐이다.

가스상 재료는 가열된 기질에서 유리하게 분해되며 분해 온도는 기질의 온도이다.

본  발명의  또  다른  면에  의하면,  비결정  반도체  기구는  하나  혹은  2이상의  가스상  폴리세미 콘덕턴
스 증착분해를 거쳐 몸체를 형성하거나 몸체에 접착함으로서 준비된다.

몸체는 원하는 도전을 타입에 따라 도판트를 포함할 수  있는 하나 또는 2이상의 분리된 층에서의 기
질에서 바람직하게 형성된다.

공유영역을 형성하는 금속과 반사 방지층과 같은 부가층이 포함될 수도 있다.

이하 도면에 따라 본 발명을 상세히 설명하면 다음과 같다.

제1a도는  본  발명의  일반적인  실시인  플로우챠트  100A를  설명하는  것이고,  제1b도는  본  발명에 의하
여 주어지는 특성을 지닌 비결정 실리콘의 특정한 준비를 위한 플로우 챠트 100B를 나타낸다.

본  발명  실시를  위한  세미  콘덕턴스는  주기율표의  IV족으로부터  선택되며  따라서  게르마늄  혹은 주
석을 포함할 수 있으며, 그리고 주기율표의 VI족으로부터 일때는 셀렌과 텔루륨을 포함할 수 있다.

다음에 기술하는 바와 같이, 특히 적합한 반도체는 실리콘이다.

한번 폴리세미 콘덕턴스가 준비되고, 공정 블록 102A에 표시된 반응 챔버내로 도입된다.

챔버내에 있는 동안 폴리세미 콘덕턴스는 공정 블록 103A에서 표시되는 바와 같이 증착분해 된다.

증착  분해는  원하는  기질의  표면에서  재료를  비결정  반도체로  변환시킨다는  고려하에  가스재료에 적
합한 온도에서 열의 효과를 동반한다.

선행 기술과 비교한다면, 증착 분해로 제조된 폴리세미 콘덕턴스는 모노세미 콘덕턴스
(monosemiconductance)로부터의  비결정  반도체의  제품에서  흔히  나타나는  수소  결점  특성이 나타나
지 않는다.

결과적으로 최종 제품을 수소 이온 이식이나 헤비도핑을 할 필요가 없는 것이다.

특히, 본 발명은 제1b도의 플로우챠트 100B에 의하여 비결정 실리콘의 제조에 적합한 것이다.

이 공정에서 폴리세미 콘덕탄은 공정블록 101B에 따라 폴리실란의 형태를 취한다.
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한번 제조되면 폴리실란은 공정 블록 102B에 따라 반응챔버에 도입된다.

챔버에 있는 동안 폴리실란은 공정블록 103B에 의하는 바와 같이 가열된다.

이로  인하여  비결정  실리콘으로  분해된다.  제료는  모노실란을  분해하는데  필요한  온도보다  대체로 
낮은 온도에서 균일하고 조정 가능한 상태하에서 준비된다.

또한,  폴리실란의  분해로  생성된  비결정  실리콘  제품은  수소  결핍을  보충하기  위한  후속  처리가 필
요없는 것이다.

제1a도의  플로우챠트에  따라  준비된  반도체의  경우와  같이  제1b도에  의하여  제조되는  비결정 실리콘
은 여러종류의 반도체 장치에서 널리 유용하다.

보통의  경우에,  본  발명에  따라  생성된  비결정  반도체는  여러종류의  반도체  장치에서  다른  방법으로 
생산된 반도체들에 대치될 수 있다.

이것은 광기전, 광 전도 그리고 전류 정류장치에서 사실이다.

폴리  실란의  경우에  유용한  것들에는  디실린,  트리실란,  테트라실란,  펜타실란,  그리고  헥사실란이 
포함된다.

그족의  이성체  역시  적합하다.  유용한  멤버의  종류에  대한  제한은  단지  원하는  반응에  수반되는 폴
리실란의 안정성에 의하여 지배된다.

폴리실란의  오더는  증가하면서  모든  안정성에는  환원이  있으나  보통  이것은  적당한  조작  조건에 의
하여 보충된다.

증착  분해된  폴리실란은  폴리실란의  혼합물의  형태를  취하거나  단일  폴리실란  단독으로  제공될  수 
있다.

또한 적어도 하나의 폴리실란의 존재 하는한 가스 혼합물은 모노실란을 포함할 수 도 있다.

이것은 가스상 부분 압력을 줄이는 효과가 있고 따라서 조작 조건은 그에 따라 조정된다.

가스 혼합물은 또한 도판트와 비활성 가스 캐리어를 포함할 수 있다.

적당한  조작  압력은  약  1기압이나,  약  1토르의  압력까지  낮게  내려가는  저압에서  행하여  질수도 있
다.

바람직한 압력은 입자의 가스상 핵생성을 제한하기 위하여 약 1토르에서 약 100토르의 범위내이다.

적당한 온도는 약 300℃에서 약 500℃의 범위내이다.

특히 적당한 약 350℃에서 약 450℃의 범위이다.

가스상  혼합물이  전술한  온도의  어느점에서  가열된  기질위를  지날  때  또는  온도가  전술한  범위의 어
느 하나의 적어도 일부분에서 변할때에 고품질의 비결정 실리콘이 기질상에서 얻어진다.

특별히 양질의 필름은 모노실란이 가스상 혼합물로부터 적어도 부분적으로 제거될 때 생성된다.

예를  들어  헥사실란  이하  같은  매우  상위  순의  실란은  실온에서  무시할  만큼의  증기압을  갖고  있기 
때문에 표준 온도와 압력에서 원하는 비결정 실리콘 필름의 제품에 거의 효율이 없다.

그러나,  위순의  실란이  가열되어  예를  들어  수은  1㎜  이상의  증기압을  내게되면  역시  양질의  비결정 
실리콘 필름을 제공할 수 있다.

본 발명에 의한 비결정 반도체를 준비하기 위한 도시 배치는 제2도에 표시되어 있다.

배열은  2개로  구분되어  있는데,  적합한  세미  콘덕탄의  제조를  나타내는  210과  세미콘덕탄을  원하는 
비결정 반도체로 변환하는 것을 나타내는 250이다.

배열  200은  특히  증착  분해에  의한  비결정  실리콘의  제조에  응용되나  다른  비결정  반도체의  제조를 
위하여 적절한 수정이 가해질 수도 있다는 것이 이해될 것이다.

도시한  변환부  250에서,  선택된  폴리실란을  포함하는  반응물은  덮개  261의  형체내의  반응  챔버 260
에 도입된다.

반응  챔버  260은  도시한  바와  같이  비결정  실리콘이  침전되는  기질  262를  내포하고  있다.  챔버 261
은 기질 262를 오염시키지 않는 물질로 되어있다.

적합한 재료로는 석형, 유리, 스테인레스 스틸이다.

제2도의 반응챔버 261에는 입구 263과 출구 264가 있다.

입구  263은  공급기  252와  255로부터  하나  또는  2이상의  도판트  가스에  의하여  보충되는  가스 혼합물
을  진입시키는  조정  밸브  251을  통하여  선택된  폴리실란  또는  모노실란-폴리실란  혼합물을  유입하게 
한다.

입구 263 하부에는 기질 262의 홀더 266의 지지구 265가 위치하고 있다.

도시된  기질  홀더  266은  쎄라믹  코어가  감기고  저항소자  266을  둘러싼  쎄라믹  바인더로된  카드리지 
가열기이다.

후자는 홀더를 따라 지지하도록 뻗어 있는 적합한 권선에 의하여 에너지를 받고 있다.
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스테인레스 스틸 케이스는 화살 G로 나타나는 유입 가스 흐름으로부터 세라믹 코어를 절연한다.

압력계 270은 내부 압력을 나타내기 위하여 챔버 261에 장착된다.

기질 262의 온도는 히터 266r의 권선에 포함된(도시 안됨) 게이지에 의하여 모니터된다.

기질 262는 대표적으로 유리이다.

원하는  비결정  실리콘  침전물을  만들기  위하여  가스  혼합물  G는  기질위를  지나서  진공펌프(도시 안
됨)의 효과로 인하여 출구 264쪽으로 끌려나간다.

기질  262은  약  350℃에서  약  500℃의  범위내의  온도에서  반응하여  가스흐름의  적어도  일부는  증착 
분해된다.

분해 조성물은 절선 B로 나타난다.

배기 E로 나타나는 가스 혼합물의 균형은 출구 264를 통해 나간다.

상술한 바와 같은 동적 시스템의 택일로서 정적 침전 시스템이 역시 사용될 수도 있다.

정적 침전에서 쎄미콘덕턴은 밸브를 통해 빈 반응기내에 도입된다.

그리고 배기와 입구 밸브는 닫히고 일정 부피의 가스 혼합물은 챔버내에 충진된다.

코일의 가열효과로 인하여 충진된 가스는 반응기의 벽과 기질에서 분해한다.

원하는 비결정 실리콘의 침전물이 기질상에 남는다.

정적 시스템은 가스 중간물의 부피와 펌핑에 결제적인 잇점이 있다.

챔버 261내의 압력은 약 1토르에서 대기압의 범위내이다.

진공이 감소되면서 침전율도 따라서 감소된다.

임계 압력은 입구에서 실란 혼합물의 부분 압력이다.

부분 압력이 너무 높으면 즉  약  100토르 이상이면 가스상은 입자의 핵생성이 일어나고 비결정 및 결
정 실리콘의 혼합물이 생기는 샤워(shower)를 초래하게 된다.

침전된  비결정  실리콘의  성질은  아르곤과  같은  반응물에  부수되는  불활성  완충  가스의  양에  따라 조
정될 수 있다.

아르곤의  양은  반응물의  부분  압력에  영향을  미치지  않으므로  성질의  원하는  수정에  따라  어떤 적당
한  레벨에서도  도입될  수  있다.  또한  침전된  비결정  실리콘의  전기적  성질은  공급기  252와 255로부
터의 도판트가스의 성질에 따라 조정된다.

p타입  도핑에서는  도판트  가스  252는 B2H6 , B10H 14  같은  불화수소가  될수  있는데  n타입  도핑에서는 도

판트 가스 255는 PH3 또는 P2H4 같은 수소화인 것이다.

선택적으로  바람직한  도판트  수소화물은  반응물에서  붕화  마그네슘  및/또는  인산마그네슘을 포함함
으로서 가스 혼합물에서 형성될 수 있다.

여러종의 어느 다른 도판트도 널리 사용될 수 있다고 설명된다.

어떤 경우에는 공급기 252와  253에서와 같이 2  또는 그  이상의 별개의 공급기에서 같은 도판트 가스
가 선택적으로 적용되는 것이 바람직하다.

가스혼합물  G의  주요부는,  챔버  261이  파손되는  경우  반응물의  자연적인  산화를  막기  위하여  불활성 
가스로 되는 것이 바람직하다.

제2도의 기질 262가 경제적인 이유로 유리로 선택된다면, 금속 기질, 특히 스틸도 사용될 수 있다.

비결정  게라늄을  침전시키기  위하여, 디게트만(Ge2H6 )이  사용될  수  있고  150℃에서  220℃의  범위의 

온도에서 침전이 행하여 진다.

디게르만 대신 모노게르만(GeH4)가 사용될 수도 있으나 침전률은 디게르만 보다 다소 늦다.

트리게르만(Ge3H8) 같은 다른 상위 게르만도 사용될 수 있다.

본 발명의 실시예는 표 1에 요약된 다음의 예를 들면서 설명된다.
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[표 1]

[장치의 상세한 설명]

본 발명에 의한 비결정 반도체는 여러종류의 반도체 장치를 형성하는데 쓰일 수 있다.

본  발명에  의하여  제조되는  비결정  실리콘  필름은  보통  글로우  방전과  초진공  침전  필름과는 다르다
는 것이 중요하다.

본 발명에 의한 필름은 이온 손상을 입지않는다.

본  발명  필름과  종래  기술에  의한  필름  특성  차이의  예로서,  제2c도에서  본  발명에  의한  필름과 대
표적인 글로우 방전 필름의 스펙트럼 응답을 비교한다.

제2c도의 곡선에서 상대 기전 양자효과는 여기 방사의 파장에 대하여 그래프를 그린 것이다.

제2c도로부터  글로우  방전  필름과  접촉함으로서  본  발명에  의하여  제조된  비결정  실리콘  필름은 높
은 상대 양자 효율을 가진 스펙트럼 응답을 갖고 있음이 명백하다.

또한,  초진공  침전  필름과의  비교로서,  본  발명  필름은  더  높은  광전도성  얻는데  미국특허 4237150

과  4237151의  초진공  필름  침전  필름이 10
-9
-10

-7
ohms-㎝

-1
의  범위인데  반하여  즉, 10

-6
-10

-4
ohms/㎝

(ohms-㎝
-1
)이다.

제3도의 광 검출기 300이 그러한 하나의 장치이다.

비결정  실리콘  침전물  302와  같이  유리기질  301은  알루미늄  접촉면  303과  304와  같이  주어지고 밧데
리 305를 통해 로드 306에 회로안에 연결되어 있다.

비결정  실리콘  302에  빛  307이  갑자기  비쳐지는  순간  밧데리  305의  전압에  의하여  작용하는  1쌍의 
전자홀이 생기고, 다수의 홀-전자쌍이 생김에 따라 로드 306에서 볼트가 상승된다.

본  발명에  의하여  제조된  비결정  실리콘을  사용케  하는  다른  장치는  제4도의  헤테로  접합 반도체장
치 400이다.

이  장치는 p타입 재료 403과  반대의 진성(i타입)재료 402  사이에 그리고 반대로 진성 재료 402와 n-
타입  반도체 재료 401  사이에 다른 접합점 J1과  J2를  가지고 있다.  p와  n타입  재료 403과  401의 밴
드갭은 진성 재료 402와는 다르다.

진송재료  402와  n타입  재료  403은  화학적  증발  침전에  의하여  형성된다.  n타입  재료인  경우  포시핀 
같은 토판트가 포함된다.

p타입재 403 역시 붕소 같은 적당한 도판트로 화학 침전에 의하여 만들어 진다.

또한  p타입  재료  가스  흐름은  실리콘  카본  합금(a-(Si,  C)  :  H)을  생산하기  위하여  메탄  또는 아세
틸렌을 포함한다.

합성장치  400은  그리드  접점  404에  의하여  조정되고  기질  405에  바람직하게  침전되는  P-I-N 반도체
이다. 
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장치  400은  비결정  실리콘  카본  합금층  401로  인하여  진성층  402로  빛이  많이  들어  가도록된  다른 
유사한 장치에 비하여 잇점이 있는데 그것은 진성측 402보다 높은 밴드갭을 가지고 있다.

보통,  바람직한  반도체  장치는  다른  기술로  되는  반도체층을  본  발명에  의하여  준비되는  반도체층을 
대체함으로서 생산될 수 있다.

예를  들어  미국특허  4064521호에  설명된  여러가지  장치는  선행  기술의  글로우  방전  비결정  실리콘을 
증착 분해된 폴리세미 콘덕탄을 대체 함으로서 본 발명에 의하여 채택될 수 있다.

SinH2n +2(n=2-6)으로부터  되는  CVD  비결정  실리콘의  집적  상태의  평균밀도는 10
16
/㎤에서 10

17
/㎤ 범위

에서  되는  장치로  믿어지거나  추론되고,  다른  방법  즉  스퍼터  하거나  증발시키는  비결정  실리콘에 
의하여 제조되는 비결정 실리콘의 밀도보다 아주 낮다.

집적 상태의 평균 밀도는 10
19
/㎤이거나 혹은 크다.

이로 결점 상태의 낮은 밀도는 공핍폭이 길어지고 재결합을 낮게하여 양질의 장치를 얻게 된다.

첫번째  도핑된  층에서  전극  628의  표면  비저항이  약  10ohms/CMS  혹은  그  이상의  순이라면  몸체 614
에서  발생하는  전류의  수집을  위한  첫번째  도핑층  613에서  제5도에서와  같은  그리드  접점을  역시 갖
게되는 오히려 낳고, 전극 628의 반대쪽에 두 번째 도핑층 615의 표면에 전기접점 627이 있다.

전기접점  627은  알루니늄,  크로뮴,  탄타륨,  안티모니,  니오븀  혹은  스테인레스  스틸  같은  전기 전도
성을 갖는 재료로 되어 있다.

제5도에서  설명한  바와  같이, SinH2n +2(n은  2-6)의  화학적  증기  분배로  얻어지는  비결정  실리콘 필름

의 흡착 계수는 가시범위에서의 단일 결정 실리콘의 흡착 계수보다 크다.

이런 이유로 얇은 층의 비결정 실리콘 만이 충분한 태양 방사 흡착에 필요하다.

특히  비결정  실리콘의  진성  부위는  두께가  약  1미크론  또는  그  이하이며  제  1,  2의  도핑층  613과 
614는 두께가 각각 몇백 옹그스트롬이다.

제7도는 보면, 반도체 장치 710은 광기전장치이고, 더욱 상세하게는 P-N 접합 태양 전지이다.

광기전  장치  710은  택일된  도핑  가스와  함께  본  발명에  의한  폴리실란  화학적  증기  분해  방법에 의
해 제조되는 비결정 실리콘의 범위 711을 포함한다.

범위 711은  중간적인 P-N  접합 756과  함께 반대 전도성의 제2의  도핑층 754와  접촉하는 전도성 타입
의 제1의 도핑층 752를 구성한다.

이러한 목적으로, 제1도의 도핑층 752는 p-타입 전도성이고 제2의 도핑층은 n-타입 전도성이다.

제 1, 2의 도핑층 752,754는 광기전 장치 710의 몸체 714이다.

범위  711은  제2의  도핑층  754의  표면에서  제3의  도핑층  758을  포함하지만  제2의  도핑층  754보다 높
은 도핑 집중력이 있다.

그래서 제3의 도핑층 758은 n-타입 전도성이다.

제3의 도핑층 758은 몸체 714에서 저항 접촉을 하도록 도와준다.

제5,  6,  7도에서  설명된  개구가  태양  전지로  기술되었지만,  이러한  기구로서  고주파  광검지  즉  방사 
에너지에 응답하는 장치로 유용될 수 있는 장치라는 것이 예기된다.

제8도에서, 본 발명의 반도체 장치로서 다른 기구가 810으로 나타나 있다.

반도체  장치  810은  본  발명의  8번째  기구를  설명하기  위한  헤테로  접합  광기전  장치로서  나타나 있
다.

광기전 장치 810은 증착 분해에 의하여 합성되는 비결정 실리콘의 몸체 814를 포함한다.

비결정 실리콘의 몸체 814는 본 발명의 제4의 몸체 402와 같은 특성이 있다.

광기전 장치 810의 구성은 전술한 기구의 구성과 유사하다.

반도체  860은  비결정  실리콘의  몸체  814의  분해를  위한  변환장치(제  4,  5도에서  전술함)에서 지지구
로서의 역할을 한다.

선택적  구성  방법으로서  몸체  814는  디실란의  증착으로서  형성될  수  있으며,  반도체  범위  860은 몸
체 814에 스퍼터될 수 있다.

다음  제1의  전극  866,  중간층  868  그리고  제2전극  870은  기술계에서  잘  알려진  마스킹과 증발기술로
서 형성된다.

본  발명의  다른  기구가  광기전  장치로서  기술되는  동안  반도체  기술에서의  그러한  기술에는  그러한 
장치가 정류기로서 역할을 할 수 있음이 명백하다.

장치  430이  정류기로서  작동된다면  태양  방사에  세미  트랜스  페어런트  하거나  트랜스  페어런트한 재
료로 된 반도체 범위 860 필요없게 된다.

또한, 태양 방사가 그위에 충돌할 수 있는 표면 864도 필요없게 된다.

본  발명의  여러  양상이  도면과  명세서에  의하여  설명되면서,  나타나고  설명된  것들을  위한  동등한 
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구성물의  치환이  다음의  청구범위에서  설명되는  본  발명의  사상이나  범위로부터  이탈되지  않고 만들
어  질뿐  아니라  전술한  상세한  설명은  여러가지  설명만을  위한  그리고  그러한  변화를  위한  것임이 
이해될 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

500℃  이하의  온도에서  하나  혹은  그  이상의  가스상  폴리세미  콘덕탄(Polysemiconductanes)을 증착
분해하는 것을 특징으로 하는 비결정 반도체(Amorphous Semiconducter)를 제조하는 방법.

청구항 2 

제1항에  있어서,  증착  분해가  약  300℃에서  약  500℃까지의  범위의  온도에서  일어나는  비결정 반도
체를 제조하는 방법.

청구항 3 

제2항에  있어서,  상기  온도는  약  350℃에서  약  450℃까지의  범위내인  비결정  반도체를  제조하는 방
법.

청구항 4 

제1항에 있어서,  약 수은 1미크론 보다 크고 약 1기압 보다 작은 분압에서 증착 분해가 일어나는 비
결정 반도체를 제조하는 방법.

청구항 5 

제4항에 있어서, 상기 압력이 약 1토르부터의 범위내에 있는 비결정 반도체를 제조하는 방법.

청구항 6 

제5항에  있어서,  상기  압력이  약  1토르에서  약  100토르까지의  범위내이면서,  그러므로써  입자의 가
스상 핵 생성을 방지하는 비결정 반도체를 제조하는 방법.

청구항 7 

제1항에  있어서,  상기  폴리세미  콘덕탄은  식 SinH2n +2(n은  2-6)로되는  디실란부터  헥사실란을 포함하

는 급에서 선택되는 비결정 반도체를 제조하는 방법.

청구항 8 

제1항에  있어서,  상기  가스상의  하나  또는  그  이상의  도판트(Dopant)  가스를  포함하는  비결정 반도
체를 제조하는 방법.

청구항 9 

제8항에  있어서,  상기  도판트  가스는  가스를  지닌  인과  불소를  포함하는  클라스로부터  선택되는 비
결정 반도체를 제조하는 방법.

청구항 10 

제9항에  있어서,  가스를  포함하는  상기  인은  포스핀(인화수소 pH3 )이고  가스를  포함하는  붕소가 디

보란(B2H6)인 비결정 반도체를 제조하는 방법.

청구항 11 

제1항에 있어서, 상기 가스상의 불활성 가스 캐리어를 포함하는 비결정 반도체를 제조하는 방법.

청구항 12 

제11항에 있어서, 상기 불활성 가스 캐리어가 아르곤이나 헬륨인 비결정 반도체를 제조하는 방법.

청구항 13 

제1항에  있어서,  상기  폴리실란의  하나  또는  그  이상이  가열된  기질위에  분해되는  비결정  반도체를 
제조하는 방법.

청구항 14 

제13항에 있어서, 분해가 기질의 온도에서 일어나는 비결정 반도체를 제조하는 방법.

청구항 15 

제1항에  있어서,  상기  폴리세미  콘덕탄은  식 GenH2n +2(n은  2-6)로  표시되는  디게르만으로부터 헥사게

르만까지와의 범위내의 급에서 선택되는 비결정 반도체를 제조하는 방법.

청구항 16 

제15항에 있어서, 상기 분해의 온도가 150℃와 220℃사이인 비결정 반도체를 제조하는 방법. 
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